B315D,E,K-B325D,E,K-B360D,EK - #
B380D,EK

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transi-
storen ohne und mit Kihlkdrper.

Bauform 4 (D-Typen)
20 {E-Typeﬂ)
21 (K-Typen)

[ ]

GGG
Innere Schaltung und Anschiufibelegung
BXNSD,B¥NSD, BMWOD, B MSE K;: BI3E
80D BMOE XK; BIMOE
1 Kollaktor T 1 1t Kollektor T 1
2 Bosis T1 2 Basis T
3 Emiiter T 1 3 Emitter T
4 Substrat 4 Eemitter T2
5 Emitter 7 2 5 Bosis T2
6 Basis T2 6 Molloktor T 2
7 Kollektor T 2 7 Kollektor 7 3
8 Kollektor T 3 & Basis T2
% Bosha T2 ¥ Emitter T 3 (Substrot)
10 Emitter T 3 10 Emitter T 4
1 irei 11 Bosis T4
12 Emitter T & 12 Kollekior T £
13 Baosis T 4

14 Kollektosr T 4




Grentwerte, glitig far den Betrebsiemperaturbareich

Kollektor-Emitter-Sponnung
Kollekior-Bosis-Sponnung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Impulsspitzenstrom
Cetomiveriustiaistung

Betriebstemparaturbereich
Spetrschichttemperciur
Cetomtwlirmewlderstond

B3S BN BMO BW
L max, mox., e,

Vcgo 18 25 60 ®v
Ucso 20 0 %0 100 V
Veso & v
e 0.5 A
e 1.0 A
Pia (3.0) '3 w
Prot (3.6) 18 w
’!-Ol (3.5 a0 w
Po =29 ... 485 b ™
BM, 150 *C
Biba (3.0) &5 Kiw
Rk (3.8) o3 Kiw
Risie (3.0 ] Kiw

Statische Kennwerte (%, = 25°C — 5K):

min, max.

Oleichstromverstrkung’)
Upg= 3V, Ig= 50 mA houg (T1)

Gruppe b n

Gruppe ¢ Lo

Gruppe d Ha2 e

Giuppe e e
Kolloktor-Basis-Reststrom

* b cao 100 aA

Ucg= 20V BSD, EK
Ucp= WV BXRSD,EK

Upg™ 80V B60D,E K
BMOD.EK
Kollektor-Emittar-

Sateig
g = ’ﬁ lg= 10mA Ucg.o (AR

Kollektor-Emitter-
Dutchbrédhapannung

83158352 BB

Ic = 1 mA Uprceo 15 20 60 0 v




BMS B3 B0 B0

min, min. min. min, mox,
Kollektor-Basis-
Durchbruchspannung
Ic ™= 100 Ugricso 20 N w0 100 v
Gleichstramverst8rkungs-
gleichheit der Transistoren
untereinander’)
Ugg= 3V, lc = %0 mA 0a 1,23
Dynamische Kennwerte (3, = 25°C - 5K)
min, mae,

Obergongsfrequent
Ucg™ 10V, Ic = 10mA fy & MHz
f = 15 MHz
"BMSD, E K = Vorzugsgruppe o

B 323 D: E: K = Yorzugsgruppe d

BX0OD, EK - Vortugigruppe ¢

BMOD, E K nur Gruppe bed: Vorrugsgruppe ¢
1 nicht for B 380 D, E K




